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I dag finns transistorer 6ver allt. De kan fylla olika funktioner och darfér anvands ocksa olika
material och olika design. For att underséka hur material och design paverkar prestandan ar simu-
leringar ett viktigt verktyg, vilket denna mastersuppsats dmnar att undersoka.

I en modern telefon finns flera miljarder transistorer. De &r oftast nagra nanometer stora och gjorda i kisel.
Dessa ar anpassade for att vara sa sma som mojligt sa att de blir snabba och stromsnala. Det finns dock andra
anvandningsomraden for transistorer. Ett exempel pa detta ar for kraftelektronik. Det handlar da om att styra
energiflodet till nagon annan enhet. Det kan till exempel vara en laddare till telefonen eller styrenheten till motorn
i en elbil. Oavsatt vilket sa stéller detta lite andra krav pa transistorn. For det forsta maste dessa ofta tala
héga strommar och spanningar. Det gar darfor inte langre att bygga dem hur sma som hellst for da skulle de hoga
spanningarna forstora komponenten. Man maste ocksa rékna med att transistorn blir varm da det oftast gar mycket
strom genom den vilket gor att &ven sma forluster ger en storre varmeutveckling. Detta gor att kisel inte langre
ar ett sa lockande material att bygga transistorerna av, for dessa &ndamal, da det varken tal sa hoga temperaturer
eller klarar att stdnga av hoga spanningar. Ett material som i dessa aspekter ar battre an kisel ar galliumnitrid,
eller GaN.

Négot annat som ar viktigt att ta hansyn till ndr man bygger en transistor ar den fysiska designen. Oftast nér
man bygger en transistor vill man att den ska ta upp sa lite area som mojligt. Detta mojligor att man kan placera
manga transistorer brevid varandra for att till exempel kunna leda mer strom. Som ovan ndmnt kan man inte gora
effekttransistorer for sma for da klarar de inte ldngre att stdnga av hoga spanningar. For att darfor minska arean
som transistorn tar upp hjalper det att bygga en vertikal transistor som &r lang nog for att kunna blockera all
spanning, men som tar upp sa liten area som mojligt. For att forbéattra prestandan ytterligare kan en fena byggas
in i transistorn. Denna fena gor att ”"gaten”, som ar den terminal som styr huruvida transistorn &ar pa eller inte,
har ett storre inflytande pa transistorn. Utan fenan blir det mycket svarare att stdnga av transistorn vilket inte
ar onskvért. Denna typ av transistor, en sa kallad vertikal GaN FinFET, ar ett nytt designforslag som haller pa
att testas av ett fatal forskningsgrupper i virlden. Eftersom det &r en ny design finns det manga fragor som maste
besvaras. For att besvara dessa skulle man kunna bygga manga transistorer med t.ex. olika dimensioner och testa
vilken som fungerar bést. Detta tar dock langt tid och kostar mycket pengar om man vill undersoka manga designer.
Ett battre sitt att undersoka det pa ar att simulera transistorn. Just detta har undersokts i denna uppsats. Forst
byggdes en simulering av en befintlig transistor for att pa sa sétt kunna kalibrera modelen mot en riktig enhet.
Dérefter kunde effekterna av dndrade dimensioner undersokas.



